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тремора, акинезии и ригидности и приводящее к снижению качества жизни и
значительной социально-бытовой дезадаптации больных.

Тремор (дрожание), под которым понимают ритмическое колебательное движение
всего тела или отдельных его частей, является одним из наиболее дезадаптирующих
проявлений БП.

С целью повышения достоверности диагностики тремора, нами разработано
бесконтактное устройство для регистрации тремора — видеотреморограф, состоящее
из самоклеющегося маркера, USB-видеокамеры и программного обеспечения.

Маркер представляет собой квадрат со стороной 1 см, сделанный из самоклеящейся
бумаги зеленого цвета. USB-видеокамера, производства Philips обладает улучшенными
характерестиками, по сравнениею со стандартными видеокамерами: скорости съемки
составляет 60 кадров в секунду (при разрешении 320х240 пикселей).

На исследуемую конечность закрепляется маркер. С помощью видеокамеры
производиться запись колебания маркера, затем программное обеспечение обрабатывает
полученный видеофайл и выводит на дисплей компьютера амплитудно-частотные
характеристики колебания конечностей человека.

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии МЗ РБ проводится апробация
видеотреморографа. Обследовано 26 больных (21 мужчин и 5 женщин страдающих
болезнью Паркинсона. Средний возраст испытуемых составил 56 лет.

В результате проведения исследований установлены амплитудно-частотные
параметры тремора конечностей у пациентов с ригидно-дрожательной формой Болезни
Паркинсона до и после проведения лекарственной терапии. Из полученных результатов
исследования тремора конечностей при болезни Паркинсона видно, что
преимущественной частотой тремора является частота 4,8 Гц. После проведения
лекарственной терапии наблюдалось снижение амплитуды спектральных гармоник
тремора конечностей в среднем на 41%. Также наблюдается смещение частоты основной
гармоники тремора после проведения лекарственной терапии в область более высокой
частоты.

В результате апробации установлено, что амплитуда дрожания конечностей
пациентов с диагнозом болезнь Паркинсона после проведения лекарственной терапии
заметно снижается.

АНАЛИЗ ПЕРИОДОГРАММ ФЛУКТУАЦИИ СПЕКЛ-ПОЛЯ,
ОТРАЖЕННОГО ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

В НОРМЕ И ПРИ ИСКУССТВЕННО ВЫЗВАННОЙ ИШЕМИИ

А.С. ТЕРЕХ, А.М. ВОРОБЕЙ, А.В. СМИРНОВ, С.К. ДИК

Для оценки состояния микрогемодинамики методом спекл-оптики используются
такие параметры, как мощность спектра или площадь под спектральной кривой, средняя
частота спектра, коэффициент асимметрии относительно средней частоты и отношение
средней частоты спектра к асимметрии. Однако, перечисленные параметры имеют
малую информативность, в виду шумоподобности и малой вариабельности получаемых
сигналов. В связи с этим был проведен поиск иных, более информативных параметров.

Для оценки информативности проводились исследования поверхностной
микроциркуляции в норме и при искусственно вызванной ишемии. В качестве объекта
исследования была выбрана область внутренней стороны ногтевой фаланги пальца.
Ишемия вызывалась путем пережатия кровотока плечевой артерии манжетой.

Полученные данные обрабатывались с помощью пакета MATLAB. Проводилось
построение и анализ модифицированной периодограммы полученного сигнала по методу
Уэлча.  В качестве весовой функции применялось окно Хемминга с длиной окна 100,
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перекрытие фрагментов равно половине длины окна. Далее проводился анализ
различных областей полученной кривой. Периодограмма разбивалась на участки длиной
31,2 Гц, на каждом участке рассчитывался угол наклона периодограммы относительно
оси абсцисс, производилось построение графика изменения этого угла.

В области 150 Гц углы периодограмм флуктуации спекл-поля при ишемии больше
чем при нормальном состоянии ткани, в области 230 Гц наоборот углы периодограмм
нормальной ткани превышают углы периодограмм ткани при ишемии. Для увеличения
чувствительности можно ввести коэффициент: k=α150/α230,  где α150,  α230 — углы наклона
периодограмм флуктуации спекл-поля на частоте 150 и 230 Гц соответственно.

Таким образом, для нормальной ткани коэффициент k=8,63, а для ткани
с искусственно вызванной ишемией k=1,57. Полученный параметр помогает определить
степень поражения кровеносной системы.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА КРЕМНИЕВЫХ ЧИПАХ

А.В. ДОЛБИК, С.К. ЛАЗАРУК, В.А. ЛАБУНОВ

В настоящее время большинство информации хранится в цифровом виде
на электронных накопителях, представляющих собой микросхемы с чипами памяти.
Одним из возможных вариантов защиты таких накопителей, является разрушение
их микросхем при несанкционированном доступе. Для этих целей может применяться
пористый кремний, который совместим со стандартной кремниевой K-МОП технологией
изготовления ИС. Наноструктурированный пористый кремний, пропитанный
твердотельным окислителем, демонстрирует процессы взрыва и горения, что может быть
использовано в саморазрушающихся системах.

Установлены факторы, непосредственно влияющие на протекание процессов
горения и взрыва в пористом кремнии. Это размер кремниевого скелета, от которого
зависит площадь удельной поверхности пористого кремния, тип окислителя: перхлораты
приводят к более сильному взрыву, чем нитраты и сера, и толщина пористого слоя:
увеличение толщины приводит к переходу от процесса горения к процессу взрыва.
Предложен технологический маршрут изготовления саморазрушающихся кремниевых
чипов, обратная сторона которых покрыта слоем пористого кремния. Микровзрыв в слое
пористого кремния инициируется механическим либо электрическим способом.
В результате взрыва кремниевый чип разделяется на множество осколков, что делает
полностью невозможным его дальнейшее использование. Следует отметить локальность
действия взрывной реакции, ограниченной объемом пористого слоя. Никаких
разрушений у объектов, находящихся в непосредственной близости возле взрываемых
чипов, обнаружено не было.

Таким образом, наноструктурированный пористый кремний, пропитанный
твердотельным окислителем и находящийся на обратной стороне микросхемы, может
являться одним из элементов системы защиты информации на цифровых носителях.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАКРОМОДЕЛЬ СПИНОВОЙ НАНОСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАМЯТИ

А.И. КОСТРОВ

Открытие эффекта туннельного магнитосопротивления стимулировало большой
интерес к приборам спинтроники на основе магнитной туннельной наноструктуры
для использования ее в устройствах магниторезистивной памяти MRAM. Основные




